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Willkommen zur 23. Ausgabe der AR NEWS, traditionell zu unserem Firmenjubilaum am 16.
Oktober, mittlerweile dem Neunzehnten. Wir méchten Sie auch kiinftig gern tuber die Weiter-
entwicklung des Unternehmens und seiner Forschungsprojekte informieren:

I. Unser neunzehnjihriges Geschiftsjahr

Das 19. Geschiftsjahr hat sich bisher tberaus
erfolgreich gestaltet, wir konnten unsere Um-
satze Uber den Plan hinaus steigern. Dabei stieg
der Umsatz mit unseren auslindischen Kunden
uberproportional auf 27 % an.

Neben personellen Erweiterungen wurde die-
ses Jahr viel in neue Messgerite investiert. Mit
dem FTP 500 von Sentech Instruments und
dem Dektak 150 von Veeco Instruments kon-
nen die vielfiltigen Produktentwicklungen in
enger Kooperation mit unseren Kunden noch
schneller und effektiver durchgefiihrt werden.

Das heil}t, wir konnen verstirkt neue Resists
entsprechend den Marktanforderungen entwi-
ckeln. Im letzten Punkt dieser AR NEWS stel-
len wir erste Ergebnisse unserer interes-
santesten Produktentwicklungen vor.

Auch den Excellence-Gedanken beférderten
wir in diesem Jahr weiter. So lobte mit Wirt-
schaftsminister Ralf Christoffers auch die Qua-
lititsbotschafterin Frau Brigitte Schirmer den
Qualitdtspreis Berlin-Brandenburg 2012 aus
(siehe Abb. | +2). Herr Matthias Schirmer be-
wertete ein Thiringer Unternehmen als Asses-
sor im Ludwig-Erhard-Preis-Verfahren.

Wir moéchten uns an dieser Stelle fiir die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit lhnen, unse-

ren Kunden, bedanken und méchten schon
jetzt auf den Herbst 2012 hinweisen. Dann fei-
ern wir unser 20 jahriges Jubilium und moch-
ten das mit vielen unserer Partner begehen.

Wir werden Sie dariber rechtzeitig informieren.

Abb. | +2 Auslobung des Qualitétspreises 2012.
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2. Ein Zweilagen-Resistsystem zur Fluss-
saureatzung - SX AR-N 5000/40

Die Entwicklung eines photolithographischen
Verfahrens fiir das Atzen von Glas oder Silizium-
dioxid ist abgeschlossen. In den vergangenen AR
NEWS wurde schon iiber den Fortschritt der
Arbeiten berichtet. Sowohl fiir den Einsatz als
unstrukturierter Schutzlack als auch zu dessen
gezielter Strukturierung im positiven und negati-
ven 2-Lagen-Strukturierungsprozess liegen nun
umfangreiche Ergebnisse vor:

Die unstrukturierte Schutzschicht wurde hin-
sichtlich ihrer Langzeitbestindigkeit gegeniiber
unterschiedlichen HF-Konzentrationen unter-
sucht. Gegenuber einer konzentrierten HF-
Atzlosung (48 %) ist eine 20-um dicke Schicht
mindestens 4 Stunden bestindig. Dementspre-
chend verlingert sich die Zeit bei Einsatz ver-
dunnter Flusssdure auf Uber 10 Stunden und
erreicht die technologisch sinnvolle Hoéchst-
grenze. Dunnere Lackschichten von 5-10 pm
widerstehen der konzentrierten Sdure bis zu 2
Stunden, die Schutzwirkung gegenuiber ver-
dunnter Flusssdure (10% bzw. 24 %) verlingert
sich wiederum auf mehrere Stunden.

Es ist uns gelungen, sowohl den Negativresist
AR-N 4400-10 als auch den Positivresist AR-P
3250 erfolgreich als Top-Layer fiir den Zweila-
genprozess einzusetzen. Neben der Flexibilitdt
fur den Anwender, der es sich nun aussuchen
kann, ob er eine negative oder eine positive
Abbildung haben méchte, ergab sich auch eine
hohere Auflosung und leichtere Handhabbar-
keit der Prozesse. Die unbelichteten Areale
des Negativlackes, die in der ersten, wissrig-
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alkalischen Entwicklung aufentwickelt werden,
lassen sich leicht restlos entfernen, so dass bei
der zweiten, sich anschlieBenden organischen
Entwicklung die untere HF-resistente Polymer-
schicht einfach gelost werden kann, unter Frei-
legung der Maskenstruktur. Resistreste auf der
Glasoberfliche wirden die 2. Entwicklung sto-
ren. Durch eine sorgfiltige Mischung organi-
sche Losemittel wurde der Entwickler X AR
300-74/5 auf eine optimale Entwicklungsge-
schwindigkeit eingestellt.

Fur eine hohe Schichtqualitit ist eine Vorbe-
handlung des Glassubstrates mit Haftvermittler
AR 300-80 empfehlenswert. Weiterhin sollten
die Lackschichten nicht bei Temperaturen
oberhalb von 60°C getrocknet werden. Remo-
ving und Reinigung der Gerite konnen leicht
mit dem organischen Remover X AR 300-74/|
erfolgen.

Die Beurteilung der gedtzten Strukturen er-
folgte durch Einsatz einer Photomaske mit de-
finierten Stegbreiten und Messungen am neuen
Dektak 150. Bei jeder isotropen Atzung
kommt es zwangslaufig zu Unterdtzungen. Bei
sehr guter Haftung zwischen Glasoberfliche
und Schutzlack ist die Unterdtzung geringer.
Bei schlechter Haftung wird der Lack beim At-
zen dagegen regelrecht abgezogen. Das Aus-
messen der Breite und Tiefe der gedtzten
Griaben ergibt eine Aussage, wie gut die Haf-
tung war. Eine groBere Grabenbreite steht fir
eine schlechtere Haftung. Beispielgebend ist in
Abb. 3 eine Messserie aufgefiihrt. Die gedtzten
Graben wurden an verschiedenen Stellen
mehrfach gemessen und ausgewertet.

140

T T T T T T T T v T
[H] £ 10 15 20 25 30
Distanz in mm

Abb. 3 Tiefen- und Breitenmessung in Glas gedtzter Graben
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Die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Negativ-Prozess konnten auf den Positivlack tibertragen
werden. Durch eine Intensivierung der Belichtung und Verlingerung der wissrig-alkalischen Entwick-
lungszeiten gegentiber frilheren Versuchen gelang eine vollstindige Aufentwicklung der Positiv-
Resistschicht. Somit stehen jetzt zwei strukturierbare Lacksysteme in hoher Qualitit zur Anwen-
dung bereit. In Tabelle | sind die optimierten Prozess-Parameter detailliert aufgefiihrt. Wie in Abb. 4
und 5 dargestellt, kénnen im Zweilagenprozess entwickelte Strukturen in guter Qualitit auf Glas-
substrate iibertragen werden.

Tabelle |: optimierte Parameter fiir positiven und negativen Zweilagenprozess

Prozessschritte fiir 2-Lagensystem Positiv Negativ
Haftvermittlung 4000rpm mit AR 300-80

Beschichtung 1000rpm mit SX AR-PC 5000/40 [7 - 18 pm Schichtdicke
Beschichtung 4000rpm mit SX AR-PC 5000/40 9 - 10 pm Schichtdicke
Softbake 60 °C, 30 min., Konvektionsofen
Beschichtung 4.000rpm mit AR-P 3250/ AR-N 4400-10 5.5 - 6 pm Schichtdicke
Softbake 60 °C, 45 min., Konvektionsofen
Belichtung 1.700 m)/cm? 2.000 mj/cm?
Vernetzungsbake - 60 °C, 60 min., Ofen
Entwicklung AR-P 3250 mit AR 300-26 (I:1 verdiinnt) 120 sec. -
Entwicklung AR-N 4400-10 mit AR 300-44 - 90sec.
Entwicklung SX AR-PC 5000/40 mit X AR 300-74/5 20 - 30 sec.

Stopper: X AR 600-60/|

Removing von AR-P 3250/ AR-N 4400-10 nach dem HF- ) 60 sec. 2) 20 - 30 sec.
Atzen mit |.) AR 600-70 2.) X AR 300-74/1

Abb. 4 Lackmaske nach dem Entwickeln des HF-stabilen Polymers ~ Abb. 5 Strukturen in Glas gedtzt
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3. Aktuelle Ergebnisse zur Polymer-
strukturierung im CiS,
Bericht: Dipl. Ing. Klaus-Dieter Preul3

Das Projekt ,,SpraySens®, mit einer zweieinhalb-
jahrigen Laufzeit im CiS Forschungsinstitut fur
Mikrosensorik und Photovoltaik GmbH, hatte
zum Hauptinhalt die Entwicklung eines Spray-
Coating-Verfahrens fiir polymerbasierte sensitive
Schichten als Alternative zum gegenwirtig einge-
setzten Spin-Coating-Verfahren.

Grundidee und Zielstellung des Projektes ist die
Strukturierung der sensitiven Polymerschicht
uber eine Schattenmaske mittels Spray-Coating.
Die Schattenmaske tibernimmt hierbei die Funk-
tion des ,Datentrigers® fir die Strukturierung,
dhnlich wie die Chromschablone beim photoli-
thographischen Strukturierungsprozess. Damit
werden  wesentliche  Rationalisierungseffekte
durch Wegfall einer photolithographischen Ebene
erreicht.

Die im Projekt entwickelten und getesteten Po-
lymere wurden ausschlieBlich auf Basis chemisch
unbedenklicher Rohstoffe hergestellt (safer com-
ponents). Bei der Losung dieser umfangreichen
Aufgabenstellungen entwickelte sich mit den Pro-
jektpartnern IDM Institut fur Dinnschichttechno-
logie und Mikrosensorik e.V. und der Allresist
GmbH eine sehr professionelle und effiziente Zu-
sammenarbeit mit nachhaltigem Erfolg.

Die Polymerbeschichtung mittels Spray-Coating
wurde entwickelt und im Vergleich zum Spin-
Coating-Verfahren bewertet. Am Beispiel des
HSFKOS5, eines monolithisch integrierten hybriden
Streufeldkondensators, wurde der Nachweis der
Prozessintegration des Spray-Coating-

Verfahrens mit feuchtesensitivem Polymer (SX
AR-P 5000/80.11) in einem CMOS-kompatiblen
Prozess erbracht.

Dieses Polymer wurde vom IDM entwickelt und
hergestellt sowie durch die Allresist GmbH in-
nerhalb der Projektarbeiten fiir die konkreten
Anwendungen modifiziert. Im Rahmen der Arbei-
ten zum Spray-Coating sensitiver Schichten ist ein
solcher Entwicklungsstand erreicht, der eine
Prozessintegration in einem CMOS-kompatiblen
Prozess ermoglicht. Damit wurden wesentliche
Voraussetzungen geschaffen, um im CiS neue ein-
satzspezifische Sensoren zu fertigen sowie
Dienstleistungen auf diesem Sektor anzubieten,
moglicherweise auch als Backend-Prozess.

Insbesondere konnte mit den Projektergebnissen
die technologische Plattform zur Polymerstruktu-
rierung im CiS fur Wafer und Module (z.B. ver-
einzelte Chips im Leiterplatten-Nutzen des AVT-
Prozesses) erweitert werden. Es wurden neue
Schnittstellen entwickelt, die eine direkte Poly-
merstrukturierung sowohl im Waferverbund als
auch fur Module nach dem Woaferprocessing oh-
ne photolithographische Strukturierung ermaogli-
chen.

Die Ergebnisse der Projektarbeit wurden im
Technologiemodul ,,Polymerstrukturierung® zu-
sammengefasst und stehen zur ErschlieBung neu-
er Anwendungsfelder iiber die Generierung von
gemeinsamen  Applikationsprojekten zwischen
CiS und potentiellen Anwendern/Nutzern zur
Verfligung.

Damit ergeben sich fiir interessierte Kunden und
potentielle Anwender, insbesondere fur KMU,
neue Moglichkeiten der Zusammenarbeit.

Abb. 6 zeigt Teilergebnisse der Projektarbeit, insbesondere den Einsatz der Keramik-Schattenmasken zur Polymerstruktu-
rierung mit den Maskaligner MA/BAG fiir Justier— und Justageprozesse.
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4. Unsere Neuentwicklungen - erste
Ergebnisse

4.1. Positiv-Polyimid-Resist fir die E-Beam-
Lithographie

Erste Versuche mit unserm SX AR-P 5000/82.7
mittels Elektronenstrahllithographie ergaben
den Nachweis, dass sich dieser Resist gut
strukturieren ldsst. Damit ist die Moglichkeit
gegeben, thermisch bis 350 °C bestindige Na-
nostrukturen zu erzeugen. Die Verarbeitung
unseres Polyimidresists ist einfach. Er muss
nach dem Beschichten nicht getempert werden
(Curing-Prozess) und kann wissrig-alkalisch
entwickelt werden.

4.2. Negativ-Polyimid-Photoresist

Als Alternative zu unserem Positiv-Polyimid-
resist wurde ein Negativlack entwickelt.
Selbstverstindlich kénnen auch mit diesem Re-
sist hochtemperaturbestindige Strukturen her-
gestellt werden.

Der Entwickler ist in diesem Fall nicht wassrig-
alkalisch, sondern besteht aus MIBK. Anwen-
dern, die feuchtempfindliche Substrate benut-
zen, widre die Verwendung des Polyimid-
Negativresists zu empfehlen. In Kiirze beginnen
Versuche, den Negativlack auch mittels Elekt-
ronenstrahllithographie zu strukturieren.

4.3. Semileitfahige E-Beamresists

In Zusammenarbeit mit dem IAP in Golm und
basierend auf den Ergebnissen des abgeschlos-
senen OLED-Projektes werden prinzipiell se-
mileitfahige Polymere hergestellt und deren
Eignung als Photo- und E-Beamresist gepriift.
Der Nachweis der Vernetzung und der sich
anschlieBenden Entwicklung von Strukturen
konnte bereits erbracht werden.

4.4. Silylierung von Photoresiststrukturen fiir
hohe Bestindigkeit

Eine nachtrégliche Silylierung von Photoresist-
schichten oder -strukturen fiihrt zu interessan-
ten Ergebnissen. Speziell fur diesen Zweck her-
gestellte Photoresists wurden nach der
Strukturierung bei einer Temperatur von |10
°C mit HMDS behandelt. Daraus resultiert ei-
ne sehr hohe Bestindigkeit gegeniiber Lose-
mitteln und Laugen. Die Silylierung kann auch
aus der flissigen Phase erfolgen, jedoch ist die
Effektivitit dann nicht so groBB wie bei einer
Gasphasensilylierung.

Wir hoffen, dass auch fiir Sie Anregungen dabei waren und ermutigen ausdriicklich alle Interes-
senten, sich frihzeitig einzumischen und uns lhre Wiinsche und Anforderungen mitzuteilen.

Die niachste Ausgabe der AR NEWS werden wir lhnen wieder im April 2012 vorstellen.
Bis dahin wiinschen wir lhnen und uns viel Erfolg.

Strausberg, 10.10.201 |
Matthias & Brigitte Schirmer

Im Team der Allresist
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